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Le domaine de I'invention est celui des reseaux optiques non 
lineaires. D'une facon generale, interaction de la lumiere avec un materiau 
5 optiquement non lineaire en modifie les proprietes optiques. On genere ainsi 
une ou plusieurs ondes lumineuses dont les frequences, les phases ou les 
polarisations sont differentes de celle de la lumiere incidente. Les 
applications sont nombreuses. On citera notamment les doubleurs et les 
melangeurs de frequence optique ou les amplificateurs et oscillateurs 

10 parametriques optiques utilises dans les domaines des lasers de puissance 
ou des telecommunications a haut debit. 

L'effet optique non lineaire depend du tenseur de susceptibilite du 
materiau reliant la polarisation induite de I'onde generee au champ electrique 
de I'onde incidente. D'une fagon generale, ce tenseur de forme matricielle 

1 5 comprend 27 composantes appelees coefficients non lineaires et notes d. 

Les processus non-lineaires quadratiques ou d'ordre 2 qui sont les 
plus frequemment utilises necessitent I'accord de phase entre I'onde 
incidente dite onde de pompe et la ou les ondes generees dite ondes 
harmoniques lors de la propagation dans le milieu non-lineaire. La dispersion 

20 des indices optiques entre I'onde de pompe et les ondes harmoniques ne 
permet en pratique de satisfaire cette condition que dans un nombre limite de 
materiaux birefringents. Malheureusement, ces materiaux ne possedent pas 
necessairement les meilleurs coefficients non-lineaires, des plages de 
longueur d'onde importantes, des gammes de temperature d'utilisation et de 

25 focalisation des faisceaux suffisantes. 

L'utilisation de reseaux optiques non lineaires composes de 
structures a base de cristaux optiques non lineaires permet, sous certaines 
conditions, de s'affranchir en partie de ces limitations. On utilise, notamment, 
la technique du Quasi-Accord de Phase (QAP). Celle-ci consiste a realiser 

30 des modifications locales des proprietes non-lineaires d'un cristal non lineaire 
afin que le desaccord de phase entre les ondes accumule au cours de la 
propagation soit periodiquement compense (J.A. Armstrong, N. 
Bloembergen, J. Ducuing and P.S. Pershan, « Interactions between light 



waves in a nonlinear dielectric », Physical Review, Vol. 127, n°6, pp. 1918- 
1939, 1962). Dans le cas de materiaux ferroelectriques comme le niobate de 
lithium, on sait inverser le signe de la polarisation dielectrique de domaines 
de quelques microns de large, dans toute la profondeur des substrats, par 
application d'un champ electrique selon I'axe cristallographique Z de ce 
materiau. Soit d le coefficient non-lineaire mis en jeu, un faisceau se 
propageant perpendiculairement a I'axe cristallographique Z voit une 
modulation de la susceptibilite du type +d/ -d/ +d/ -d/ +d/... , propice au QAP. 
En fonction des proprietes spectrales recherchees, il peut etre avantageux 
d'utiliser d'autres combinaisons de coefficients non-lineaires, a valeurs 
opposees ou differentes, a pas constant ou variable, a rapport cyclique 
symetrique ou non, a pas unique ou a sections successives de pas 
differents. 

Certains semi-conducteurs facilement disponibles grace a 
I'industrie de la micro-electronique, comme I'arseniure de gallium (AsGa), 
presentent a la fois de forts coefficients non-lineaires et de larges gammes 
de transparence. Toutefois, ces cristaux appartiennent a la classe 
cristallographique de symetrie cubique, ce qui les rend isotropes, et done 
impropres au traditionnel accord de phase birefringent. D'autre part, ils ne 
disposent pas des proprietes ferroelectriques utilisables pour structurer un 
reseau optique non-lineaire comme les cristaux de niobate de lithium. 

II est cependant possible d'utiliser I'AsGa en regime de QAP en 
fabriquant des structures a orientation cristalline periodiquement inversee. 
Par exemple, on peut realiser des empilements monolithiques de lames 
dAsGa assemblies tete-beche puis les soumettre a une cuisson sous 
pression (E. Lallier, M. Brevignon and J. Lehoux, « Efficient second-harmonic 
generation of a C0 2 laser with a quasi-phase-matched GaAs crystal», Optics 
Letters, Vol. 23, n°19, pp. 1511-1513, 1998). Cependant, il est impossible de 
manipuler en pratique un grand nombre de lames d'epaisseur faible, ce qui 
limite I'interet de tels empilements. 

Les methodes de depots par epitaxie permettent de fabriquer des 
structures d'AsGa a orientation cristalline periodiquement inversee avec 
moins de contraintes que la technique precedente concernant les periodes et 
la longueur des reseaux. 




Pour des applications d'optique guidee, la croissance epitaxiale de 
couches guidantes est possible a partir d'un substrat-germe comportant un 
reseau de bandes d'AsGa de faible epaisseur d'orientation inversee (J.B. 
Yoo, R. Bhat, C. Caneau and M.A. Koza, « Quasi-phase-matched second- 
5 harmonic generation in AIGaAs waveguides with periodic domain inversion 
achieved by wafer-bonding», Applied Physics Letters, Vol. 66, n°25, pp. 
3410-3412, 1995). 

Pour des applications mettant en jeu des puissances optiques 
importantes, il est necessaire de disposer de reseaux optiques non-lineaires 

10 massifs de plusieurs centaines de microns d'epaisseur. Les depots par 
epitaxie de type « Organo-Metallic Chemical Vapour Deposition », ou 
OMCVD, et « Molecular Beam Epitaxy », ou MBE, ne sont pas adaptes. La 
technique de depot a partir d'un substrat-germe, selective en orientation 
cristalline, dite « Hydride Vapour Phase Epitaxy »ou HVPE, peut neanmoins 

15 conduire a des reseaux optiques non-lineaires epais a partir de structures a 
base dAsGa (L. Becouarn, B. Gerard, M. Brevignon, J. Lehoux, Y. Gourdel 
and E . Lalfier, « Second-harmonic generation of C02 laser using thick quasi- 
phase-matched GaAs layer grown by hydride vapour phase epitaxy», 
Electronics Letters, Vol. 34, n°25, pp. 2409-24.10, 1998 — L.A. Eyres, PJ. 

20 Tourreau, T.J. Pinguet, C.B. Ebert, J.S. Harris, M.M. Fejer, L. Becouarn, B. 
Gerard and E. Lallier. « All-epitaxial fabrication of thick, orientation-patterned 
GaAs films for nonlinear optical frequency conversion », Applied Physics 
Letters, Vol. 79, n°7, pp. 904-907, 2001). 

Ces techniques presentent des inconvenients majeurs. Bien que les 

25 vitesses de croissance par HVPE sur les deux orientations presentes a la 
surface du substrat-germe soient tres proches, un ecart residuel demeure et 
conduit a une surface au relief marque, ce point etant identifie comme la 
cause d'importantes pertes a la propagation. 

Des defauts de croissance fixent egalement une limite a la qualite 

30 des cristaux obtenus : plus la periode des reseaux optiques non-lineaires est 
petite, plus il devient difficile d'obtenir ces derniers de facon fidele au 
substrat-germe sur une grande epaisseur. 



Le procede propose par I'invention permet soit d'obtenir un reseau 
optique non lineaire de bonne qualite sur des epaisseurs importantes, soit de 



realiser des guides d'onde comportant un reseau optique non lineaire sans 
attenuations importantes. Ce precede s'applique tout particulierement aux 
reseaux a base de materiaux semi-conducteurs comme I'AsGa qui 
presentent de grands avantages techniques tant du point de vue de leurs 
proprietes physiques que de leur mise en ceuvre technologique. 

Plus precisement, I'invention a pour objet un procede de 
realisation d'un reseau optique non lineaire epais a partir d'un reseau optique 
non lineaire epais initial, I'epaisseur du reseau optique non lineaire etant 
superieure a I'epaisseur du reseau optique non lineaire initial, ledit reseau 
initial comportant au moins une pluralite de couches planes et paralleles 
entre elles, lesdites couches ayant au moins deux coefficients non lineaires 
differents en valeurs algebriques, ledit reseau initial comprenant une 
premiere face et une seconde face sensiblement paralleles entre elles et 
sensiblement perpendiculaires au plan moyen des couches, ladite seconde 
face etant libre, caracterise en ce qu'il comporte les etapes de realisation 
suivantes : 

o Une premiere etape de determination de I'epaisseur de la partie 
superieure du reseau initial situee sous la seconde face comportant des 
imperfections de structure ; 

o Une seconde etape de polissage de la seconde face dudit 
reseau initial permettant d'eliminer la partie superieure comportant lesdites 
imperfections et d'obtenir une troisieme face polie et plane, ladite face 
sensiblement perpendiculaire au plan moyen des couches ; 

• Une troisieme etape de nettoyage et de controle de ladite 
troisieme face ; 

o Au moins, une quatrieme etape de depet par epitaxie d'au 
moins une couche deposee de materiau sur ladite troisieme face, la 
croissance epitaxiale reproduisant dans ladite couche deposee une structure 
semblable a celle du reseau initial, I'ensemble du reseau initial et de ladite 
couche deposee constituant le reseau optique non lineaire. 

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages 
apparaTtront a la lecture de la description qui va suivre donnee a titre non 
limitatif et grace aux figures annexees parmi lesquelles : 



- les figures 1 a 4 represented les differentes etapes du procede 
de realisation selon invention. Elles comportent une vue generate en coupe 
du reseau et une vue cerclee partielle agrandie montrant la structure du 
reseau ; 

- les figures 5a et 5b represented les differentes etapes de 
realisation du premier reseau optique dans le cas ou celui-ci est realise a 
partir d'un ensemble monolithique de lames cristallines ; 

- les figures 6a a 6c represented les differentes etapes d'un 
procede de preparation du reseau permettant de faciliter I'operation de 
polissage du reseau optique initial. 

La figure 1 represente une vue en coupe et une vue agrandie du 
reseau optique non lineaire initial 1. Ce reseau 1 comporte une pluralite de 
couches 20 dont les coefficients lineaires varient d'une couche a la couche 
suivante. Ce reseau comporte une premiere face 11 et une seconde face 12 
sensiblement paralleles. II existe differents procedes de realisation dudit 
reseau initial. 

Dans un premier mode de realisation tel que represente sur la 
figure 1 , le materiau non lineaire est depose sur un substrat germe 3. Celui-ci 
comprend un materiau cristallin ayant une premiere orientation cristalline, la 
face superieure 11 du substrat germe comportant une structure de faible 
epaisseur, ladite structure etant constitute d'un reseau dit precurseur de 
bandes paralleles du meme materiau cristallin et d'orientation cristalline 
inverse de celle du materiau cristallin du substrat germe 3. Le depot est 
effectue, par exemple, par la methode de croissance epitaxiale HVPE 
(Hydride Vapour Phase Epitaxy) sur la face superieure 11 du substrat germe. 
Dans ce cas, le depot, selectif en termes d'orientation cristalline, est effectue 
sur une epaisseur totale E 0 . Cette epaisseur comporte d'une part des 
imperfections de la surface 12 sur une premiere epaisseur E 0 i et d'autre part 
des imperfections de structure sur une seconde epaisseur E 02 dues, par 
exemple, aux variations de Vitesse de croissance des differentes couches 
lors du depot ou aux defauts initiaux du substrat germe . L'epaisseur utile Ei 
vaut done : 

Ei = Eq - Eqi - E02 



• * 




Dans un second mode de realisation, le precede de realisation du 
reseau optique initial comporte les etapes suivantes : 

o Une premiere sous-etape de realisation d'un empilement de 
lames cristallines 21 a faces planes et paralleles de meme materiau, de 
5 faible epaisseur a orientation cristalline periodiquement alternee ; 

o Une seconde sous-etape d'assemblage desdites lames de 
fagon a obtenir un seul ensemble monolithique constituant ledit reseau 
optique initial 1, ledit reseau comportant une premiere face 11 et une 
seconde face 12 sensiblement perpendiculaires au plan moyen des lames 
i o cristallines tel que represents sur la figure 5a. 

La encore, il est impossible d'obtenir un empilement parfait sur 
toute son epaisseur et les faces de I'empilement presentent, par consequent, 
egaiement des imperfections de surface et de structure. 

! 5 La premiere etape du procede de realisation consiste a determiner 

I'epaisseur utile E-,. Les epaisseurs des differentes couches etant de I'ordre 
de quelques microns a quelques dizaines de microns, les moyens de 
determination de I'epaisseur comprenant des imperfections sont des 
dispositifs de visualisation optiques. L'observation par la tranche du reseau 

20 initial permet de determiner les epaisseurs E 0 , E 0 i et E 0 2 • Une decoupe 
eventuelle peur etre realisee dans le substrat de fagon que le reseau affleure 
le substrat apres decoupe, ameliorant ainsi l'observation. Une revelation 
chimique eventuelle peut §tre egaiement realisee afin d'ameliorer le 
contraste. 

25 

Avant de realiser la seconde etape du procede de realisation, des 
etapes de preparation preliminaires peuvent etre effectuees afin de faciliter 
ladite etape. 

Dans le cas ou le reseau initial a ete realise sur un substrat 
30 germe, ces etapes preliminaires sont representees sur les figures 6a a 6c. 

Elles comportent : 

o Une premiere etape preliminaire de doucissage de la face 
inferieure 14 du substrat pour obtenir la face plane et polie 14 bis (figure 6a 
et figure 6b) ; 




o Une seconde etape preliminaire de collage d'au moins ladite 
face inferieure 14bis sur au moins un support plan 32 (figure 6c), la mise en 
place du support facilitant la manipulation du reseau optique initial pour les 
operations de polissage ulterieures. 

Dans le cas ou le reseau initial est un empilement monolithique de 
lames cristallines, les etapes preliminaires sont les suivantes : 

• Une premiere etape preliminaire de doucissage de la premiere 
face 1 1 de I'empilement monolithique pour obtenir la face plane 1 1bis ; 

• Une seconde etape preliminaire de collage d'au moins ladite 
premiere face 11 bis sur au moins un support plan 32 comme indique sur la 
figure 5b, la mise en place du support facilitant la manipulation de i'ensemble 
monolithique pour les operations de polissage ulterieures de la seconde face. 
Eventuellement, des renforts lateraux 31 peuvent etre disposes d'au moins 
un cote de I'empilement monolithique 2, lesdits renforts etant solidaires du 
support 32. 

La seconde etape du procede de realisation consiste, dans un 
premier temps, a doucir la face 12 par abrasion mecanique de facon a 
eliminer les perturbations de surface presentes dans les epaisseurs E 0 i et 
E02 ; puis dans un second temps de completer cette premiere operation de 
doucissage mecanique par une seconde operation de polissage mecano- 
chimique et d'obtenir une qualite de surface suffisante pour realiser un depdt 
par epitaxie. On obtient alors la face plane polie 13 sensiblement 
perpendiculaire au plan moyen des couches du reseau 1. Cette seconde 
operation peut s'averer superflue dans certaines conditions de depots par 
epitaxie par la methode HVPE. 

Lorsque le premier reseau a ete realise sur un substrat de grande 
taille, typiquement de diametre superieur a 50 millimetres (soit I'equivalent 
d'un diametre de « wafer » standard de 2 inches en unite anglaise), il est 
possible de polir la face 12 du reseau et la face inferieure 14 du substrat 
simultanement dans un dispositif a double plateaux. Ces dispositifs sont 
notamment utilises dans I'industrie de la microelectronique pour polir les 
tranches de semi-conducteurs. II est, cependant, dans ce cas, plus difficile 
de contrdler I'epaisseur et la qualite du reseau obtenu. On procede alors par 




etapes successives jusqu'a I'obtention d'un reseau poli ne contenant plus de 

perturbations de structures. 

Pour reussir cette operation de polissage, le reseau ne doit pas 

etre trap fragile. Lorsque le reseau initial a ete realise sur un substrat, une 
5 epaisseur minimale de 50 microns pour le reseau seul et de 300 microns 

pour le substrat pour est souhaitable ; lorsque le reseau initial ne comporte 

pas de substrat, une epaisseur minimale de 350 microns est souhaitable. 

On obtient en finale le reseau represents sur la figure 2. La 

seconde face 12 est devenue la troisieme face plane 13. L'epaisseur du 
10 reseau est maintenant 

Dans une troisieme etape du procede, la surface 13 est nettoyee 
et controlee, par exemple par des moyens optiques, afin de verifier que le 
reseau est pret a I'emploi pour des depots par epitaxie dans des conditions 
1 5 qui preservent la structure du reseau. 

Enfin, dans une quatrieme etape du procede, au moins une 
premiere couche Ibis de materiau est deposee sur ladite troisieme face 13 
dans des conditions preservant la structure du premier reseau, I'ensemble du 
20 premier reseau 1 et de ladite couche Ibis constituant le second reseau 
optique non lineaire 2 comme il est indique sur la figure 3. La couche 1 bis 
ayant une epaisseur Ei b i S , l'epaisseur finale du reseau vaut maintenant E 2 
avec : 

E2 = Eibis + E1 

25 

II est, bien entendu possible de recommencer au moins une fois la 
quatrieme etape comme il est indique sur la figure 4. Sur cette figure, une 
seconde couche Iter d'epaisseur E 1ter est deposee sur la couche Ibis. En 
finale, le reseau a done l'epaisseur totale E 2b is qui vaut : 

30 Ezbis = E 2 + E-uer = E=1ter + Eibis + E-| 

Cette technique peut etre utilisee : 

o soit pour augmenter l'epaisseur finale du reseau, chaque 
couche est alors composee du meme materiau. 



o Soit pour realiser des fonctions particulieres de type guide 
d'onde, les materiaux de deux couches successives ont alors 
des proprietes optiques differentes, comme, notamment, leur 
indice optique. 

5 

Les depots des couches sont realises par epitaxie. Parmi les 
precedes possibles, on citera : 

o la methode de croissance epitaxiale OMCVD (Organo-Metallic 
Chemical Vapour Deposition) et la methode de croissance 
10 epitaxiale MBE (Molecular Beam Epitaxy) pour realiser des 

couches ne depassant pas quelques microns d'epaisseurs. 
* La methode de croissance epitaxiale HVPE (Hydride Vapour 
Phase Epitaxy) pour realiser des couches plus epaisses. 

15 Si le substrat de depart comporte des zones sans reseau optique 

non-lineaire, la qualite de la preparation de sa surface peut egalement 
permettre de fabriquer par epitaxie, par les methodes OMCVD ou MBE, des 
structures co-integrees avec des guides d'onde a reseau optique non-lineaire 
comme par exemple des diodes laser, des modulateurs optiques, des 

20 sections a reseau de Bragg .... 

II existe differents materiaux possibles permettant de realiser les 
reseaux optiques non lineaires. II est possible d'utiliser, par exemple, un 
cristal appartenant a la classe cristallographique cubique 4 3m. 
25 Le tenseur de susceptibilite est represents ci-dessous pour cette 

classe cristallographique : 

^OOOdO^ 



30 



0 0 0 0 d 0 
0 0 0 0 0 d 



Ce cristal peut etre ou de Tarseniure de gallium (AsGa) ou du 
phosphure dlndium (InP) ou du tellurure de cadmium (CdTe) ou du seleniure 
de zinc (ZnSe) ou du tellurure de zinc (ZnTe) ou du phosphure de gallium 
35 (GaP) ou de Tarseniure d'indium (InAs) ou de Tantimoniure d'indium (InSb). 



Le material! peut 6galement etre du tellure (Te) ou du selenium 
(Se) ou du nitrure de gallium (GaN). 

II est 6galement possible d'utiliser de I'ars6niure de gallium et 
d'aluminium (GaAIAs) pour realiser des couches d'indices differents 
permettant la realisation de guides d'onde. 



REVENDICATIONS 



1 . Precede de realisation d'un reseau optique non lineaire epais 
(2) a partir d'un reseau optique non lineaire epais initial (1), I'epaisseur (E 2 ) 
du reseau optique non lineaire (2) etant superieure a I'epaisseur (E 0 ) du 
reseau optique non lineaire initial (1), ledit reseau initial comportant au moins 
une pluralite de couches (20) planes et paralleles entre elles, lesdites 
couches ayant au moins deux coefficients non lineaires differents en valeurs 
algebriques, ledit reseau initial comprenant une premiere face (11) et une 
seconde face (12) sensiblement paralleles entre elles et sensiblement 
perpendiculaires au plan moyen des couches, ladite seconde face (12) etant 
lib-re, caracterise en ce qu'il comporte les etapes de realisation suivantes : 

-» Une premiere etape de determination de I'epaisseur (E 0 i , E02) 
de la partie superieure du reseau initial (1) situee sous la seconde face (12) 
comportant des imperfections de structure ; 

• Une seconde etape de polissage de la seconde face (12) dudit 
reseau initial (1) permettant d'eliminer la partie superieure comportant 
lesdites imperfections et d'obtenir une troisieme face (13) polie et plane, 
ladite face sensiblement perpendiculaire au plan moyen des couches (20) ; 

• Une troisieme etape de nettoyage et de controle de ladite 
troisieme face (13) ; 

° Au moins, une quatrieme etape de depot par epitaxie d'au 
moins une couche deposee (Ibis, Iter) de materiau sur ladite troisieme face 
(13), la croissance epitaxiale reproduisant dans ladite couche deposee une 
structure semblable a celle du reseau initial, I'ensemble du reseau initial (1) 
et de ladite couche deposee (Ibis, Iter) constituant le reseau optique non 
lineaire (2). 

2. Precede de realisation d'un reseau optique (2) selon la 
revendication 1, caracterise en ce que les moyens de determination de 
I'epaisseur comprenant des imperfections sont des dispositifs de 
visualisation optiques. 
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3. Proceed de realisation d'un reseau optique (2) non lineaire 
selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que 
I'epaisseur (Ei) du reseau optique initial, apres la seconde etape de 
realisation, vaut, au moins, 50 microns. 

4. Precede de realisation d'un reseau optique (2) non lineaire 
selon la revendication 1, caracterise en ce que le reseau optique (1) non 
lineaire initial est porte par un substrat germe (3) comportant une face 
inferieure (14) et une face superieure plane (11), la face superieure (11) du 
substrat germe etant confondue avec la premiere face (11) dudit reseau 
optique non lineaire initial (1). 

5. Procede de realisation d'un reseau optique (2) non lineaire 
selon la revendication 4, caracterise en ce que le substrat germe (3) 
comprend un materiau cristallin ayant une premiere orientation cristalline, la 
face superieure (11) du substrat germe comportant une structure de faible 
epaisseur, ladite structure etant constitute d'un reseau precurseur de 
bandes paralleles du meme materiau cristallin et d'orientation cristalline 
inverse de celle du substrat germe (3). 

6. Proc6de de realisation d'un reseau optique (2) non lineaire 
selon la revendication 5, caracterise en ce que I'epaisseur du substrat germe 
(3) vaut, au moins, 300 microns. 

7. Procede de realisation d'un reseau optique (2) selon la 
revendication 4, caracterise en ce que la seconde etape de realisation 
comporte les etapes preliminaires suivantes : 

» Une premiere etape preliminaire de doucissage de la face 
inferieure (14) du substrat ; 

o Une seconde etape preliminaire de collage d'au moins ladite 
face inferieure (14) sur au moins un support plan (32), la mise en place du 
support facilitant la manipulation du reseau optique initial (1) pour les 
operations de polissage ulterieures. 




8. Precede de realisation d'un reseau optique (2) non lineaire 
selon la revendication 4, caracterise en ce que le reseau optique (1) non 
lineaire initial est obtenu par la methode de croissance epitaxiale HVPE 
(Hydride Vapour Phase Epitaxy) sur la face superieure du substrat germe 

5 (3). 

9. Procede de realisation d'un reseau optique (2) selon la 
revendication 1, caracterise en ce que le procede de realisation du reseau 
optique non lineaire initial (1 ) comporte les sous-etapes suivantes : 

to o Une premiere sous-etape de realisation d'un empilement de 

lames cristallines (21) a faces planes et paralleles de meme materiau, de 
faible epaisseur a orientation cristalline periodiquement alternee ; 

• Une seconde sous-etape d'assemblage desdites lames 
cristallines de facon a obtenir un seul ensemble monolithique (1) constituant 

5 | e reseau optique initial, ledit reseau initial comportant une premiere face (1 1 ) 
et une seconde face (12) sensiblement perpendiculaires au plan moyen des 
lames cristallines. 

10. Procede de realisation d'un reseau optique selon la 
20 revendication 9, caracterise en ce que la seconde etape de realisation du 

reseau initial (2) est precedee des etapes preliminaires suivantes : 

• Une premiere etape preliminaire de doucissage de la premiere 
face (1 1 ) de I'empilement monolithique ; 

• Une seconde etape preliminaire de collage d'au moins ladite 
25 premiere face (1 1 ) sur au moins un support plan (32), la mise en place du 

support facilitant la manipulation de I'ensemble monolithique pour les 
operations de polissage ulterieures de la seconde face (12). 

1 1 . Procede de realisation d'un reseau optique (2) selon Tune des 
30 revendications precedentes, caracterise en ce que, au cours de la quatrieme 

etape de realisation, au moins deux couches (Ibis, Iter) de materiau d'indice 
optique different sont deposees, de facon -a constituer un guide d'onde 
optique. 
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12. Procede de realisation d'un reseau optique (2) non lineaire 
selon I'une des revendications precedentes caracterise en ce que, au cours 
de la quatrieme etape de realisation, au moins une des couches (Ibis, Iter) 
est obtenue par la methode de croissance 6pitaxiale OMCVD (Organo- 
Metallic Chemical Vapour Deposition) ou MBE (Molecular Beam Epitaxy). 

13. Composant optique comportant au moins un r6seau optique 
(2) non lineaire obtenu par un procede selon I'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le materiau du reseau est un cristal 
appartenant a la classe cristallographique cubique 43m. 

14. Composant optique selon la revendication 13, caracterise en 
ce que, au moins un des materiaux d'un des reseaux (1, 2) non lineaires est 
de I'arseniure de gallium (AsGa) ou du phosphure d'indium (InP) ou du 
tellurure de cadmium (CdTe) ou du seleniure de zinc (ZnSe) ou du tellurure 
de zinc (ZnTe) ou du phosphure de gallium (GaP) ou de I'arseniure d'indium 
(InAs) ou de I'antimoniure d'indium (InSb). 

15. Composant optique comportant au moins un reseau optique 
non lineaire (2) obtenu par un procede selon I'une des revendications 1 a 12, 
caracterise en ce que, au moins un des materiaux d'un des reseaux (1, 2) 
non lineaires est du tellure (Te) ou du selenium (Se) ou du nitrure de gallium 
(GaN). 

16. Composant optique comportant au moins un reseau optique 
non lineaire obtenu par un procede selon I'une des revendications 1 a 12, 
caracterise en ce que au moins un des materiaux d'un des reseaux (1, 2) 
non lineaires est de I'arseniure de gallium et d'aluminium (GaAIAs). 

17. Composant opto-electronique comportant des structures co- 
integrees comprenant des guides d'onde a reseaux optiques non lineaires, 
caracterise en ce que lesdits reseaux optiques non lineaires sont realises par 
un procede selon I'une des revendications precedentes. 



• # 



18. Composant opto-electronique selon la revendication 17, 
caracterise en ce que le composant opto-electronique est soit une diode 
laser, soitun modulateur optique. 

19. Composant opto-6Iectronique selon la revendication 17, 
caracteris6 en ce que le composant opto-electronique comporte des sections 
a reseaux de Bragg. 




FIG. 1 
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